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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T11073—2007《硅片径向电阻率变化的测量方法》,与GB/T11073—2007相比,

除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 更改了范围(见第1章,2007年版的第1章);

b) 增加了术语和定义(见第3章);

c) 更改了方法原理(见第4章,2007年版的第3章);

d) 更改了干扰因素(见第5章,2007年版的第4章);

e) 增加了试剂和材料(见第6章)

f) 更改了仪器设备(见第7章,2007年版的第5章);

g) 增加了试验条件(见第8章);

h) 在样品中增加了“V槽”的内容,并增加了厚度的要求(见9.3和9.4);

i) 更改了电阻率测试选点方案(见9.4,2007年版的6.5);

j) 更改了试验数据处理(见第11章,2007年版的第8章);

k) 更改了精密度(见第12章,2007年版的第9章);

l) 删除了几何修正因子表(见2007年版的10.3);

m) 删除了硅片径向电阻率变化偏差的计算规定(见2007年版的附录A)。
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硅片径向电阻率变化测量方法

1 范围

本文件描述了用直排四探针法测量硅单晶片径向电阻率变化的方法。
本文件适用于厚度小于探针平均间距、直径大于15mm、室温电阻率在3×10-4Ω·cm~1.8×

104Ω·cm的p型硅单晶片及室温电阻率在6×10-3Ω·cm~1×105Ω·cm的n型硅单晶片的径向电

阻率变化的测量。硅单晶片其他范围电阻率的测量参照本文件进行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T1551—2021 硅单晶电阻率的测定 直排四探针法和直流两探针法

GB/T6618 硅片厚度和总厚度变化测试方法

GB/T12965 硅单晶切割片和研磨片

GB/T14264 半导体材料术语

3 术语和定义

GB/T14264界定的术语和定义适用于本文件。

4 方法原理

4.1 直排四探针法

排列成一直线的四根探针垂直地压在近似为半无穷大的平坦样品表面上,当直流电流由探针1、探
针4流入半导体样品时,根据点源叠加原理,探针2、探针3点的电位是探针1、探针4点电流源产生的

电位的和,探针2、探针3之间的电势差即为电流源强度、样品电阻率和探针系数的函数,测量示意图见

图1。将直流电流(I)由探针1、探针4间通入样品,测量探针2、探针3间所产生的电势差(V),根据测

得的电流和电势差值,按公式(1)计算电阻率。

ρ=2πS
V
I

…………………………(1)

  式中:

ρ———电阻率,单位为欧姆厘米(Ω·cm);

S———探针间距,单位为厘米(cm);

V———测得的电势差,单位为毫伏(mV);

I———测得的电流,单位为毫安(mA)。
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